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研究目的

主な研究テーマ

新規な半導体集積回路･デバイス･プロセス

技術の開発を基盤として、高度なヒューマ

ンインターフェースシステムの実現を目指

しています。産学連携を軸にその具現化を

推進しています。また、技術社会システム

専攻において、新技術創出のみならず、技

術経営も担える人材を育成するよう努力し

ています。

高感度広ダイナミックレンジCMOSイメージセンサ

須川研究室 http://www.sgw.most.tohoku.ac.jp

半導体集積回路･デバイス･プロセス技術

入力デバイス 表示デバイス

高度ヒューマンインターフェース

埋込み型完全電荷転送フォトダイ

オードに隣接して横型オーバーフ

ロー容量を画素毎に設置した新規

なCMOSイメージセンサです。

本イメージセンサは,

• 露光時間を分割しない:

⇒優れた動画撮像特性

• フォトダイオードを分割しない:

⇒優れた解像特性

• 完全にリニアな光電変換特性:

⇒良質なカラー画像特性

• 高感度化と広DR化のトレード

オフを解消

など、従来にない特長を持ってい

ます。高画質デジタルカメラ,セ

キュリティ, 医療, 車載, FA, 科学

計測などの分野への応用展開を進

めています。
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新開発イメージセンサ

感度を上げても(CFDを小さくしても) 飽和信号量を大きくできる

画素等価回路図

PDやFDからあふれた電子も
捨てずに利用し広DR化を実現

小さいCFDで高感度化
を実現
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F=1.2 AFE gain=+12dB F=1.2 AFE gain=+0dB 

3104 lx

F1.4V-Mode 1/60s                               V-Mode 47.9s                      I-Mode 172sLight OFF

従来のCMOSイメージセンサによる撮像例 DR=75dB

2005-2006開発のイメージセンサによる撮像例 DR=100dB

2007.6 開発のイメージセンサによる撮像例 CG=200V/e-, Noise=2.2e-, QSAT=100ke-

2007.9 開発のイメージセンサによる撮像例 DR=185dB
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世界最高性能の
広DR

世界最高性能の
感度･飽和電荷量積

世界初の同時露光
広DR技術
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新開発イメージセンサ

従来のCCD,CMOSイ
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